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Hersteller: VEB Wark fiir Femnsehelektronik Berdin

Opt t pcher Ko ar

Der optoelektronische Koppler besteht mus einer Galliumsrsenid-Lumineszenszdiode als Strehler und
einem Silizium-npn-Fototransistor als Empfiéinger.

Er dient zur galvenischen Tremnung von Stromkreisen mit hohen Potentialdifferenzen und ist ver-
wiegend flr den Einsetz in der Steuer- und Regelungstechnik vorgesehen.

linsse: 2 E
Standard: TGL 43 403
Schaltseichen nach TGL ROW 661=T7T

Bild 1: Gehiiuse
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Eenngriifen bel 4{‘ =25 % gelchen min, typ- max. Einheit
Eollektor-Emitter=
Strom
bedi I]' = 0 mA
U = 35V Icgo - - 0,1 S
Kollektor-Emitter-Strom
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Grundtyp )peq I“ (") 2,0 - 5,0 mA
Gruppe C Tepn) 10,0 - 20,0 mA
Durchlafgleichspannung
bedl IP - Ea mik U’ - - 1-5 ¥
Sperrgleichstrom
g.’i 'IIR - 3 v IR - - 10 fﬂ.’.
Isclationswiderstand £
_Schaltzeiten')
'hii I“mj = 2 mh
1 uGc_ - Eﬂ 7
und II.L = 100 &
Impuls=-Anstiegezeit t, - - 10 Jus
Impuls-Abfallzeit t't - - 10 !ui
Verztgerungszelt ty - - 3 Jus
Speicherzeit t, - - 1 Jus
Grenswerte Kurzzeichen min, max, Einheit
DurchlaBgleichstrom?)
bei 2, = -40bis 25 %¢ I, - 100 mA
SpitzendurchlaBstrom,’
- periodischer
(5]
bei 2§ = -40 bis 25 % Tpru - 200 mA
Sperrgleichspammung
bei ¥, = =40 bis'85 °C Uy - 3 v
Spitzensperrspannung
- periodische :
bet /) = -40 bis 85 % | - - 3 v
Eollektor-Emltter-Spanmmng
bed 149". = =40 bis 85 °C  Ugg, = 35 v
Keollektor-Emitter-Spitzen-
spennung
bei 2f = -40bis 85 % U - 35 v
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Grenzwerte - Eurszeichen min. maxX. Einheit
Enitter-Kollektor-Spannung

L]

bed ﬁ--@huasc Ysco - 5 v
Emitter-Kollektor-Spitzen-

apannung "

bei 1%, = =40 bis 85 % - 5 v
ﬂlmtﬂrlutliiutun;”

bei 2% = =40bis 25°C Py, - 200 o
Spitsenigolations->’
* apannUNg -

periodische | — - 10 XV
Isolationsglelchspennung LT - 10 kv
Betriebstemperaturbereich A -40 85 %
Lagerungstemperaturbereich  f, =50 50 %

N Der Durchlafstrom Iz ist so0 zu wihlen, daf sich der mngegebene Kollektor-Emitterstrom IGEIH} ein-

atellt.
2) I, ves 4 > 25 % siehe Bild 4
3)

Ippy bel 5525 °  alene 314 4

t, = 50 sus; !2- # 1:2; sbweichende Tastverhiltnisse
nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

D piogber 44 >25%  aiene Bi2a 3

3) Eriechatrecke nach TGL 16 559 imnmerhalb 1 min; bei abweichender Bezugeatmosphire EKorrektur nach
PGL 20 618/02
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Bild 2: Definition der Schaltzeiten Bild 3: Abhlingigkeit der max. suléissigen
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Verlustleistung von der Um-
gebungstemperatur

Bild 4: Abhingigkeit des max. suldssigen DurchlaB-
gleichstromes und des max. suléissigen
pericdischen Spitzendurchlafstromés von der
Umgebungatemperatur
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B41d 5: Impulsbelastungsdiegramm fiir den Spitzemstroom der
Bingangsdicde und der Umgebungstemperatur fl" =25 %
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g Inderungen vorbehalten!

Redaktionsschluf September 1986

Bild 6: Mittlerer DurchlaBstrom der Bingangsdiode in
Abhingigkeit von der DurchlaSspennung
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